《高分辨率X射线衍射测量GaAs衬底生长的AlGaAs中
Al成分的试验方法》国家标准方法验证报告

高分辨率X射线衍射测量GaAs衬底生长的AlGaAs中Al成分的试验方法等同采用SEMI M63-0306标准，对该标准的可靠性进行了验证，具体验证方法及结果如下：
1仪器：

试验所用仪器是帕纳科X’Pert PRO X射线衍射仪。
2 试样：

2 英寸GaAs衬底上生长的AlxGa1-xAs外延层，无偏晶向，外延层厚度2m。

3试验步骤:

3.1  将试样晶片放置在样品架上，使得主定位面位于入射光方向顺时针90°位置，测量位置为样品中心部位；

3.2  调整探测器的位置到2θ＝66.046°, 调整样品位置到ω=33.023°；

3.3  测量试样晶片衬底的摇摆曲线，优化样品的固定，使得摇摆曲线的FWHM应该小于30弧秒；

3.4  定位衬底的布拉格衍射峰——在布拉格角所在位置小范围改变ω角 ，直到获得很强的衍射；

3.5  优化χ和ω，直到获得最强的衬底衍射；

3.6  扫描ω－2θ，进行第一次摇摆曲线测量，即“φ＝0扫描”， 扫描范围设为相对于基底的峰从－750弧秒直到＋100弧秒，ω轴的步长是2弧秒，计数时间为0.1秒；

3.7  将样品沿着表面法线旋转180°；

3.8  重复3.4到3.6，进行第二次扫描，即“φ＝180°扫描”。
4 结果计算

4.1 平均峰距离值（
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）的计算
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＝（△ω0+△ω180）/2
式中：
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－两次扫描的平均峰距离值，弧秒；

△ω0－第一次扫描得到的峰距离值，弧秒；

△ω180－第二次扫描得到的峰距离值，弧秒。

4.2 AlGaAs外延层中Al含量的计算

Al含量＝－1.994×10－７（△ω）２－0.002740（△ω）
式中：

Al含量－AlxGa1-xAs外延层中的x，无量纲；
△ω－峰距离值，弧秒。

5精密度试验数据统计
按照上述试验步骤，对一样品中心部位每隔30分钟进行翼侧测量，共10次，测量结果列于表1。

表1精密度试验数据统计

	
	序号
	△ω0
	△ω180
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	Al含量

	试

验

数

据
	1
	-182
	-178
	-180
	0.487

	
	2
	-176
	-170
	-173
	0.468

	
	3
	-190
	-192
	-191
	0.516

	
	4
	-184
	-180
	-182
	0.492

	
	5
	-184
	-176
	-180
	0.487

	
	6
	-170
	-166
	-168
	0.455

	
	7
	-182
	-186
	-184
	0.497

	
	8
	-176
	-180
	-178
	0.481

	
	9
	-188
	-180
	-184
	0.497

	
	10
	-190
	-184
	-187
	0.505

	平均值
	
	
	
	0.4885

	标准偏差
	
	
	
	0.0176

	相对标准偏差（%）
	
	
	
	0.036


标准偏差计算公式：

s=[(Xi-X)2/(n-1)]1/2

其中：

s为标准偏差；

Xi为每一次的试验结果，i=1,2,…,n；

X为n次试验结果的平均值；

n为试验次数。

6结论
该方法单一实验室测量精密度为±4%（R1S）。
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